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1. はじめに 

(K, Na)NbO3 (KNN) は，高い圧電性とキュリー点（435℃）を示すことから，非鉛圧電薄膜材料

の有力候補として注目されている．従来の研究より，高い圧電性を得るためには，結晶配向性お

よび組成を最適化させる必要がある．我々はこれまでに，Si 基板上に KNN 薄膜をエピタキシャ

ル成長させることに成功した[1]．本研究では，この K/Na組成の異なる KNN薄膜を作製し，その

結晶構造および電気・圧電特性の評価を行った． 

2. 実験方法および結果 

3 元 RF マグネトロンスパッタ法を用いて (001)SRO/Pt/ZrO2/Si 基板(KRYSTAL(株))上に膜厚約

2 μm のエピタキシャル KNN薄膜を作製した．Aサイト組成の制御は K/Na=50/50の KNNターゲ

ットと Na2CO3または K2CO3ターゲットを同時スパッタすることで行った．作製した試料の結晶

構造は X 線回折(XRD)，膜組成はエネルギー分散型 X 線分光法(EDS)，圧電特性はカンチレバー

法[2]により測定した．Fig.1 に(001)SRO/Pt/ZrO2/Si基板上に成膜した KNN薄膜の XRDパターンを

示す．Aサイトの Naイオン比が小さいほど，KNN(002)のピークが低角側にシフトしている．Fig. 

2 は組成と圧電特性の関係を示しており，A サイト欠損による圧電特性の低下が観察された．ま

た，Na/Aの比が 0.54～0.56 の時に圧電特性のピークが観察された．これは多結晶 KNN薄膜の傾

向と一致する．当日は KNN薄膜の電気特性および圧電特性と組成の関係について議論する． 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. XRD patterns of epitaxial (K1−𝑥Na𝑥)NbO3  

films on (001)SrRuO3/Pt/ZrO2/Si substrates.  

Fig. 2. Piezoelectric properties of epitaxial (K1−𝑥Na𝑥)NbO3 

films on (001)SrRuO3/Pt/ZrO2/Si substrates. 
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